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Омические контакты к компонентам ИС (интегральных микросхем) 
являются базовыми составляющими ИС, обеспечивая надежную и беспе-
ребойную их работу. Наиболее сложным является формирование омиче-
ских контактов к полупроводниковым соединениям типа АnBm, в частно-
сти к интерметаллическим соединениям типа А2В6. Формирование пред-
ложенным авторами методом низкоомных омических контактам к полу-
проводниковым структурам типа А2В6 n-типа проводимости осуществля-
ется путем одновременного введения в приповерхностую область атомов 
соответствующего элемента III группы (донора) и металлоидного компо-
нента В6. Продиффундировавшие в слой основания атомы компонента В6 
компенсируют вакансии этого слоя, а нескомпенсированные атомы леги-
рующей примеси создают в нем низкоомный слой, обладающий невы-
прямляющим контактом как с основанием, так и с контактной площад-
кой. В структурах А2В6 р-типа проводимости для получения омического 
контакта вводятся акцепторная легирующая примесь (элемент I группы) и 
металлический компонент А2 соединения, который обеспечивает компен-
сацию врожденных дефектов. Используется спеченный слой смеси леги-
рующего элемента и компонента соединения, который формируется на 
основании путем вакуумного напыления компонентов смеси из отдель-
ных испарителей.  

Омический контакт к полупроводниковой структуре создается после 
нанесения на нее механической смеси компонентов и контактной пло-
щадки путем прогрева сэндвич-структуры при температуре, соответст-
вующей температуре плавления легирующего элемента, но не ниже 
500˚С. Толщина слоя механической смеси колеблется в пределах 0,1-0,15 
мкм, чтобы обеспечить надежное смачивание поверхности основания и 
контактной площадки, а также требуемый уровень легирования слоя ос-
нования. Время термоотжига основания и колеблется в интервале 20-60 
минут. 

В сравнении с аналогами в сформированном омическом контакте к 
полупроводниковым структурам типа А2В6 более чем на порядок снижа-
ется сопротивление омического контакта, причем контакт является высо-
костабильным и не ухудшается при длительных воздействиях повышен-
ной температуры и влаги. 




